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Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули) 63 63 2268 2268 838 1061 369 22 108 42 154 422 108 18 84 68 20 136 207 153 23 54 72 21 162 432 108

Обязательная часть 23 23 828 828 296 370 162 10 36 70 182 72 7 34 34 50 80 54 6 36 36 108 36

+ Б1.О.01 История и методология науки и техники 2 2 2 2 36 72 72 34 20 18 2 34 20 18 83 Физики полупроводников ОПК-1

+ Б1.О.02
Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации

1 4 4 36 144 144 34 74 36 4 34 74 36 2
Английского языка и межкультурной
коммуникации

УК-4; УК-5

+ Б1.О.03 Научный семинар 12 3 2 123 6 6 36 216 216 52 164 2 18 54 1 16 20 3 18 90 83 Физики полупроводников ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

+ Б1.О.04 Микроэлектроника и наноэлектроника 3 3 3 3 36 108 108 54 18 36 3 36 18 18 36 140 Материаловедения, технологии и УК-1; ОПК-2

+ Б1.О.05
Математические модели в естествознании и
технике

2 2 4 4 36 144 144 68 40 36 4 34 34 40 36 83 Физики полупроводников
ОПК-2; ОПК-4

+ Б1.О.06
Компьютерные технологии в научных
исследованиях

1 1 4 4 36 144 144 54 54 36 4 36 18 54 36 83 Физики полупроводников
ОПК-3; ОПК-4

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 40 40 1440 1440 542 691 207 12 72 42 84 240 36 11 50 34 20 86 127 99 17 54 36 21 126 324 72

+ Б1.В.01 Полупроводниковая волновая электроника 3 3 2 2 36 72 72 36 36 2 18 18 36 84 Физики твердого тела ПК-1

+ Б1.В.02 Физика полупроводниковых приборов 2 2 2 3 3 36 108 108 50 22 36 3 16 34 20 22 36 83 Физики полупроводников УК-1; ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.03 Молекулярные технологии и электроника 3 3 3 3 36 108 108 36 36 36 3 18 18 36 36 83 Физики полупроводников ПК-2

+ Б1.В.04
Фотоэлектрические явления в полупроводниках
и полупроводниковых наноструктурах

2 2 2 2 36 72 72 16 38 18 2 16 38 18 83 Физики полупроводников

ПК-3

+ Б1.В.05 Современные проблемы электроники 2 2 4 4 36 144 144 68 40 36 4 34 34 40 36 83 Физики полупроводников УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.06
Взаимодействие электромагнитных волн СВЧ,
КВЧ, и ИК диапазонов с полупроводниковыми
структурами

3 3 4 4 36 144 144 36 72 36 4 18 18 72 36 83 Физики полупроводников

УК-1; ПК-3

+ Б1.В.07 САПР 1 1 3 3 36 108 108 54 54 3 36 21 18 54 83 Физики полупроводников ПК-2

+ Б1.В.08
Действие ионизирующих излучений на
полупроводниковые материалы и
наноструктуры

1 1 4 4 36 144 144 36 72 36 4 36 72 36 83 Физики полупроводников

УК-1; ПК-3

+ Б1.В.09
Физика твердотельных параметрических
приборов СВЧ

3 3 3 3 36 108 108 36 72 3 36 72 83 Физики полупроводников
УК-1; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 1 2 2 72 72 12 60 2 12 60 УК-3; УК-6

+ Б1.В.ДВ.01.01
Основы организации научно-исследовательской
работы

1 2 2 36 72 72 12 60 2 12 60 83 Физики полупроводников
УК-3; УК-6

- Б1.В.ДВ.01.02 Профессионально-личностное саморазвитие 1 2 2 36 72 72 12 60 2 12 60 168 Логопедии и психолингвистики УК-3; УК-6

- Б1.В.ДВ.01.03 Коммуникативные технологии 1 2 2 36 72 72 12 60 2 12 60 149 Педагогической психологии и УК-3; УК-6

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 3 3 108 108 36 72 3 36 21 72 ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.02.01 Основы молекулярной электроники 3 3 3 36 108 108 36 72 3 36 21 72 83 Физики полупроводников ПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.02.02
Физико-технологические аспекты
нанотехнологии

3 3 3 36 108 108 36 72 3 36 21 72 83 Физики полупроводников
ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 1 1 3 3 108 108 54 54 3 36 21 18 54 ПК-1; ПК-3

- Б1.В.ДВ.03.01
Методы и средства измерений, испытаний и
контроля при производстве изделий
электронной техники

1 1 3 3 36 108 108 54 54 3 36 21 18 54 83 Физики полупроводников

ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.03.02 Квантовая и оптическая электроника 1 1 3 3 36 108 108 54 54 3 36 21 18 54 84 Физики твердого тела ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 2 2 2 2 72 72 36 27 9 2 36 27 9 ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.04.01
Твердотельные электронные датчики внешних
воздействий

2 2 2 2 36 72 72 36 27 9 2 36 27 9 140
Материаловедения, технологии и
управления качеством

ПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.04.02
Физика и химия коллоидов и границ раздела
фаз

2 2 2 2 36 72 72 36 27 9 2 36 27 9 83 Физики полупроводников
ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 3 2 2 72 72 36 36 2 36 36 ПК-1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.05.01
Твердотельная и вакуумная СВЧ
микроэлектроника

3 3 2 2 36 72 72 36 36 2 36 36 83 Физики полупроводников
ПК-1; ПК-2

- Б1.В.ДВ.05.02 Микроэлектронные СВЧ-устройства 3 3 2 2 36 72 72 36 36 2 36 36 83 Физики полупроводников ПК-1; ПК-2

Блок 2.Практика 51 51 1836 1836 48 492 4 16 128 16 16 324 324 236 4 16 128 27 972 972

Обязательная часть 33 33 1188 1188 108 6 108 108 108 27 972 972

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 1 2 6 6 36 216 216 108 6 108 108 108 83 Физики полупроводников УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-3

+ Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 3 4 21 21 36 756 756 21 756 756 83 Физики полупроводников УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-3

+ Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика 4 6 6 36 216 216 6 216 216 83 Физики полупроводников УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 18 18 648 648 48 384 4 16 128 10 16 216 216 128 4 16 128

+ Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 123 12 12 36 432 432 48 384 4 16 128 4 16 128 4 16 128 83 Физики полупроводников УК-1; УК-2; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3

+ Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 2 3 6 6 36 216 216 6 216 216 83 Физики полупроводников УК-1; УК-2; УК-6; ПК-1

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 6 6 216 216 6 216

Обязательная часть 6 6 216 216 6 216

+ Б3.О.01
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

6 6 36 216 216 6 216 83 Физики полупроводников
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3

ФТД.Факультативы 4 4 144 144 72 72 2 36 36 2 36 36

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 144 144 72 72 2 36 36 2 36 36

+ ФТД.В.01 Фотонные кристаллы 1 1 2 2 36 72 72 36 36 2 36 36 83 Физики полупроводников ПК-1; ПК-2; ПК-3

+ ФТД.В.02
Автоматизация научных исследований и
производства изделий электроники

3 3 2 2 36 72 72 36 36 2 36 36 83 Физики полупроводников
ПК-1; ПК-2; ПК-3
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Индекс Содержание Тип

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий УК

Б1.О.04 Микроэлектроника и наноэлектроника

Б1.В.02 Физика полупроводниковых приборов

Б1.В.05 Современные проблемы электроники

Б1.В.06 Взаимодействие электромагнитных волн СВЧ, КВЧ, и ИК диапазонов с полупроводниковыми структурами

Б1.В.08 Действие ионизирующих излучений на полупроводниковые материалы и наноструктуры

Б1.В.09 Физика твердотельных параметрических приборов СВЧ

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 1

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 3

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 2

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 1

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 3

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 2

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели УК

Б1.В.ДВ.01.01 Основы организации научно-исследовательской работы

Б1.В.ДВ.01.02 Профессионально-личностное саморазвитие

Б1.В.ДВ.01.03 Коммуникативные технологии

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

УК

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия УК

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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Индекс Содержание Тип

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки УК

Б1.В.ДВ.01.01 Основы организации научно-исследовательской работы

Б1.В.ДВ.01.02 Профессионально-личностное саморазвитие

Б1.В.ДВ.01.03 Коммуникативные технологии

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 1

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 3

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 2

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-1
Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать
эффективность сделанного выбора

ОПК

Б1.О.01 История и методология науки и техники

Б1.О.03 Научный семинар

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы ОПК

Б1.О.03 Научный семинар

Б1.О.04 Микроэлектроника и наноэлектроника

Б1.О.05 Математические модели в естествознании и технике

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 1

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 3

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-3 Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач ОПК

Б1.О.03 Научный семинар

Б1.О.06 Компьютерные технологии в научных исследованиях

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа 1

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 3

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ОПК-4
Способен разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных
задач

ОПК

Б1.О.05 Математические модели в естествознании и технике
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Индекс Содержание Тип

Б1.О.06 Компьютерные технологии в научных исследованиях

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ПК-1
Готов проводить оценку направлений научного развития исследований и разработок, связанных с перспективными материалами, технологическими
процессами и оборудованием

-

Б1.В.01 Полупроводниковая волновая электроника

Б1.В.02 Физика полупроводниковых приборов

Б1.В.05 Современные проблемы электроники

Б1.В.09 Физика твердотельных параметрических приборов СВЧ

Б1.В.ДВ.02.01 Основы молекулярной электроники

Б1.В.ДВ.02.02 Физико-технологические аспекты нанотехнологии

Б1.В.ДВ.03.01 Методы и средства измерений, испытаний и контроля при производстве изделий электронной техники

Б1.В.ДВ.03.02 Квантовая и оптическая электроника

Б1.В.ДВ.04.01 Твердотельные электронные датчики внешних воздействий

Б1.В.ДВ.04.02 Физика и химия коллоидов и границ раздела фаз

Б1.В.ДВ.05.01 Твердотельная и вакуумная СВЧ микроэлектроника

Б1.В.ДВ.05.02 Микроэлектронные СВЧ-устройства

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 2

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.В.01 Фотонные кристаллы

ФТД.В.02 Автоматизация научных исследований и производства изделий электроники

ПК-2 Способен разрабатывать и внедрять новые технологические процессы производства изделий микроэлектроники -

Б1.В.03 Молекулярные технологии и электроника

Б1.В.05 Современные проблемы электроники

Б1.В.07 САПР

Б1.В.ДВ.02.01 Основы молекулярной электроники

Б1.В.ДВ.02.02 Физико-технологические аспекты нанотехнологии

Б1.В.ДВ.04.01 Твердотельные электронные датчики внешних воздействий

Б1.В.ДВ.04.02 Физика и химия коллоидов и границ раздела фаз

Б1.В.ДВ.05.01 Твердотельная и вакуумная СВЧ микроэлектроника

Б1.В.ДВ.05.02 Микроэлектронные СВЧ-устройства

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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Индекс Содержание Тип

ФТД.В.01 Фотонные кристаллы

ФТД.В.02 Автоматизация научных исследований и производства изделий электроники

ПК-3
Готов к анализу и выбору оптимальных вариантов технологических процессов производства приборов квантовой электроники на основе
наноструктурированных материалов

-

Б1.В.02 Физика полупроводниковых приборов

Б1.В.04 Фотоэлектрические явления в полупроводниках и полупроводниковых наноструктурах

Б1.В.05 Современные проблемы электроники

Б1.В.06 Взаимодействие электромагнитных волн СВЧ, КВЧ, и ИК диапазонов с полупроводниковыми структурами

Б1.В.08 Действие ионизирующих излучений на полупроводниковые материалы и наноструктуры

Б1.В.ДВ.03.01 Методы и средства измерений, испытаний и контроля при производстве изделий электронной техники

Б1.В.ДВ.03.02 Квантовая и оптическая электроника

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФТД.В.01 Фотонные кристаллы

ФТД.В.02 Автоматизация научных исследований и производства изделий электроники
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з.е.

1008 28 1224 34 2232 62

936 26 1224 34 2160 60

52.5 51.3 51.9

54 54 54

16.2 18.3 17.3

16.2 18.3 17.3

1008 314 108 42 206 586 108 28
ТО: 17

1/6
Э: 2

1008 304 84 68 20 152 108 108 443 153 28
ТО: 16

2/3
Э: 2 5/6

2016 618 84 176 62 358 108 108 1029 261 56
ТО: 33

5/6
Э: 4 5/6

1 Б1.О.01 За К 72 34 34 20 18 2 За К 72 34 34 20 18 2 83 2

2 Б1.О.02 Эк 144 34 34 74 36 4 Эк 144 34 34 74 36 4 2 1

3 Б1.О.03 За Реф 72 18 18 54 2 За КР Реф 36 16 16 20 1
За(2) КР
Реф(2) 108 34 34 74 3 83 123

4 Б1.О.05 Эк К 144 68 34 34 40 36 4 Эк К 144 68 34 34 40 36 4 83 2

5 Б1.О.06 Эк К 144 54 36 18 54 36 4 Эк К 144 54 36 18 54 36 4 83 1

6 Б1.В.02 Эк За К 108 50 16 34 20 22 36 3 Эк За К 108 50 16 34 20 22 36 3 83 2

7 Б1.В.04 За Реф 72 16 16 38 18 2 За Реф 72 16 16 38 18 2 83 2

8 Б1.В.05 Эк Реф 144 68 34 34 40 36 4 Эк Реф 144 68 34 34 40 36 4 83 2

9 Б1.В.07 За Реф 108 54 36 21 18 54 3 За Реф 108 54 36 21 18 54 3 83 1

10 Б1.В.08 Эк Реф 144 36 36 72 36 4 Эк Реф 144 36 36 72 36 4 83 1

11 Б1.В.ДВ.01.01 За 72 12 12 60 2 За 72 12 12 60 2 83 1

12 Б1.В.ДВ.01.02 За 72 12 12 60 2 За 72 12 12 60 2 168 1

13 Б1.В.ДВ.01.03 За 72 12 12 60 2 За 72 12 12 60 2 149 1

14 Б1.В.ДВ.03.01 За К 108 54 36 21 18 54 3 За К 108 54 36 21 18 54 3 83 1

15 Б1.В.ДВ.03.02 За К 108 54 36 21 18 54 3 За К 108 54 36 21 18 54 3 84 1

16 Б1.В.ДВ.04.01 За Реф 72 36 36 27 9 2 За Реф 72 36 36 27 9 2 140 2

17 Б1.В.ДВ.04.02 За Реф 72 36 36 27 9 2 За Реф 72 36 36 27 9 2 83 2

18 Б2.О.01(У) ЗаО 216 108 108 108 6 ЗаО 216 108 108 108 6 83 2

19 Б2.В.01(Н) За 144 16 16 128 4 За 144 16 16 128 4 За(2) 288 32 32 256 8 83 123

20 ФТД.В.01 За Реф 72 36 36 36 2 За Реф 72 36 36 36 2 83 1

(План) 216 216 216 6 4 216 216 216 6 4

Б2.В.02(П) 216 216 216 6 4 216 216 216 6 4

(План)

1 6 7

СеместрКаф.

42 4/6

Недель
Всего

Контроль

23 3/6

Недель Контр
оль

ВсегоСР
Кон
такт.

Лек Пр

Итого за курс

Практ
Практ

пр.
подгот

ГИА

Академических часов

Лаб

Лаб
пр.

подго
т

з.е.Контр
оль

19 1/6

Семестр 2

Пр
Практ

пр.
подгот

Академических часов

Практ ГИА СР

КАНИКУЛЫ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская работа 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Эк(6) За(12) ЗаО КР К(5) Реф(8)Эк(3) За(6) ЗаО КР К(3) Реф(4)Эк(3) За(6) К(2) Реф(4)

Методы и средства измерений, испытаний
и контроля при производстве изделий
электронной техники

Квантовая и оптическая электроника

Твердотельные электронные датчики
внешних воздействий

Физика и химия коллоидов и границ
раздела фаз

Научно-исследовательская работа 1

Научно-исследовательская работа

Фотонные кристаллы

Коммуникативные технологии

История и методология науки и техники

Научный семинар

Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации

Математические модели в естествознании
и технике

Компьютерные технологии в научных
исследованиях

Физика полупроводниковых приборов

Фотоэлектрические явления в
полупроводниках и полупроводниковых
наноструктурах

Современные проблемы электроники

САПР

Действие ионизирующих излучений на
полупроводниковые материалы и
наноструктуры

Основы организации научно-
исследовательской работы

Профессионально-личностное
саморазвитие

Контроль
Всего

Кон
такт.

Лек

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Недельз.е.
Лаб
пр.

подго
т

Контроль
Всего

Кон
такт.

Лек ЛабПр

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Контр
оль

СР

Семестр 1

Практ
пр.

подгот
Лаб

Лаб
пр.

подго
т

Академических часов

Практ ГИА
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з.е.

1044 29 1188 33 2232 62

972 27 1188 33 2160 60

54.6 27.3

54 27

17.8 8.9

17.8 8.9

1044 340 54 72 21 214 596 108 29
ТО: 17

1/6
Э: 2

ТО: 
Э: 1/3

1044 340 54 72 21 214 596 108 29
ТО: 17

1/6
Э: 2 1/3

1 Б1.О.03 ЗаО Реф 108 18 18 90 3 ЗаО Реф 108 18 18 90 3 83 123

2 Б1.О.04 Эк Реф 108 54 36 18 18 36 3 Эк Реф 108 54 36 18 18 36 3 140 3

3 Б1.В.01 За К 72 36 18 18 36 2 За К 72 36 18 18 36 2 84 3

4 Б1.В.03 Эк К 108 36 18 18 36 36 3 Эк К 108 36 18 18 36 36 3 83 3

5 Б1.В.06 Эк К 144 36 18 18 72 36 4 Эк К 144 36 18 18 72 36 4 83 3

6 Б1.В.09 За Реф 108 36 36 72 3 За Реф 108 36 36 72 3 83 3

7 Б1.В.ДВ.02.01 За 108 36 36 21 72 3 За 108 36 36 21 72 3 83 3

8 Б1.В.ДВ.02.02 За 108 36 36 21 72 3 За 108 36 36 21 72 3 83 3

9 Б1.В.ДВ.05.01 За К 72 36 36 36 2 За К 72 36 36 36 2 83 3

10 Б1.В.ДВ.05.02 За К 72 36 36 36 2 За К 72 36 36 36 2 83 3

11 Б2.В.01(Н) За 144 16 16 128 4 За 144 16 16 128 4 83 123

12 ФТД.В.02 За Реф 72 36 36 36 2 За Реф 72 36 36 36 2 83 3

(План) 972 972 972 27 17 1/3 972 972 972 27 17 1/3

Б2.О.02(У) ЗаО 756 756 756 21 13 1/2 ЗаО 756 756 756 21 13 1/2

Б2.В.02(П) ЗаО ЗаО

Б2.О.03(Пд) ЗаО 216 216 216 6 3 5/6 ЗаО 216 216 216 6 3 5/6

(План) 216 216 6 3 5/6 216 216 6 3 5/6

Б3.О.01 216 216 6 3 5/6 216 216 6 3 5/6

1 8 9

СеместрКаф.

40 4/6

Недель
Всего

Контроль

21 3/6

Недель Контр
оль

ВсегоСР
Кон
такт.

Лек Пр

Итого за курс

Практ
Практ

пр.
подгот

ГИА

Академических часов

Лаб

Лаб
пр.

подго
т

з.е.Контр
оль

19 1/6

Семестр 4

Пр
Практ

пр.
подгот

Академических часов

Практ ГИА СР

КАНИКУЛЫ

Научно-исследовательская работа

Автоматизация научных исследований и
производства изделий электроники

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская работа 3

Научно-исследовательская работа 2

Преддипломная практика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

Эк(3) За(6) ЗаО К(4) Реф(4)

Микроэлектронные СВЧ-устройства

Твердотельная и вакуумная СВЧ
микроэлектроника

Эк(3) За(6) ЗаО К(4) Реф(4)

Научный семинар

Микроэлектроника и наноэлектроника

Полупроводниковая волновая электроника

Молекулярные технологии и электроника

Взаимодействие электромагнитных волн
СВЧ, КВЧ, и ИК диапазонов с
полупроводниковыми структурами

Физика твердотельных параметрических
приборов СВЧ

Основы молекулярной электроники

Физико-технологические аспекты
нанотехнологии

Контроль
Всего

Кон
такт.

Лек

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА,
(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Недельз.е.
Лаб
пр.

подго
т

Контроль
Всего

Кон
такт.

Лек ЛабПр

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Контр
оль

СР

Семестр 3

Практ
пр.

подгот
Лаб

Лаб
пр.

подго
т

Академических часов

Практ ГИА
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Не менее Факт

Итого (с факультативами) 98 124 62 28 34 62 29 33

Итого по ОП (без факультативов) 96 120 60 26 34 60 27 33

Б1 Дисциплины (модули) 37% 63% 30% 51 63 40 22 18 23 23

Б1.О Обязательная часть 23 17 10 7 6 6

Б1.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

40 23 12 11 17 17

Б2 Практика 65% 35% 0% 39 51 20 4 16 31 4 27

Б2.О Обязательная часть 33 6 6 27 27

Б2.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

18 14 4 10 4 4

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 6 6 6

Б3.О Обязательная часть 6 6 6

ФТД Факультативы 2 4 2 2 2 2

ФТД.В
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

4 2 2 2 2

 лекционных

ОП, факультативы (в период экз.
сессий)

ОП, факультативы (в период ТО) 52.8

51.5
Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП 17.4Контактная работа в период ТО (акад.час/нед)

Процент практической подготовки от общего
объёма часов (%)

Процент ... занятий от аудиторных (%)

Итого по блокам

Объём обязательной части от общего объёма программы (%)

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей)
(%)

Б1

Б2

Б3

  ЭКЗАМЕН (Эк)

  ЗАЧЕТ (За)

  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)

  КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (К)

  РЕФЕРАТ (Реф)

Обязательные формы контроля

36.95%

16.47%

31.9%

46.7%

3.6%

70.5%

0%

Итого

Баз.% Вар.%
ДВ(от

Вар.)%

з.е.

Курс 2

Всего Сем. 3 Сем. 4

- 54.6- 52.5 51.3

54 54 - 54

Курс 1

Всего Сем. 1 Сем. 2

2

1

1 4

3

5

4

37

5

3

5

2

3

6

3

1

1

3

4

5

3

2

4

3

17.8

11

6

-

- 16.2 18.3 -
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